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@ Leistungsschaltung 

(57) Eine Leistungsschaltung mit Verpolungsschutz, einer 
StrommeBmoglichkeit und einer Temperaturmeftmog- 
lichkeit verwendet ein Leistungshalbleiterbauteil mit ei- 
ner MOS-Gatesteuerung oder ein anderes widerstands- 
behaftetes Bauteil in dem Du rchlaftstrompfad einer Lei- 
stungsstufe. Eine Informationswandlereinrichtung wan- 
delt Analoginformationen, die entweder den durch das 
Widerstandselement flieftenden Strom und/oder ein Si- 
gnal von einem TemperaturmefSelement darstellen, in ein 
digitales Signal um, das einem Mikroprozessor zugefuhrt 
wird. 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Lei- 
stungsschaltung der im Oberbegriff des Anspruchs 1 ge- 
nannten Art und insbesondere auf eine Leistungsschaltung 5 
mit Batterie-Verpolungsschutz-, StromrneB- und Tempera- 
turmeBschaltungen, wobei diese MeBschaltungen vorzugs- 
weise digitale Ausgangssignale liefern. 

Ubliche Leistungsschaltungen, die mit einer Batterie ver- 
bunden sind (beispielsweise mit einer Fahrzeugbatterie) ver- 10 
wenden eine Kombination aus einem elektromechanischen 
Relais und einer Diode, um die Leistungsschaltung gegen- 
iiber Schaden aufgrund einer Verpolung der Batterie zu 
schiitzen. Die Strommessung in iib lichen Leistungsschaltun- 
gen wird allgemein unter Verwendung eines Reihenwider- 15 
standes durchgefuhrt. 

Eine ubliche Leistungsschaltung 10, wie sie in der Fahr- 
zeugindustrie verwendet wird, ist in Fig. 1 gezeigt. Die Lei- 
stungsschaltung 10 schlieBt eine positive Gleichspannungs- 
versorgungsleitung (B+) und einen ErdanschluB zur Verb in- 20 
dung an eine (nicht gezeigte) Batterie ein. Sechs Leistungs- 
transistoren Ql bis Q6 bilden eine Vollbriickenschaltung 
beispielsweise zur Ansteuerung eines Dreiphasen-Asyn- 
chronmotors. Gate-Ansteuerschaltungen 11, 12 und 13 
schalten abwechselnd die Leistungstransistoren Ql bis Q6 25 
ein, um eine impulsformige Leistung an den Anschlussen A, 
B und C zu liefern, wie dies iiblich ist. 

Eine Relaisschaltung M wird zum Schutz der Leistungs- 
transistoren gegen Schaden verwendet, wenn die Batterie 
verpolt angeschlossen wird. Wenn die Batterie verpolt ange- 30 
schlossen wird, wird die Diode Dl in Sperrichtung vorge- 
spannt, so daB kein Strom durch die Relaiswicklung flieBen 
kann. Der Relaiskontakt offnet sich dann, um die Batterie 
von der Leistungsschaltung 10 zu trennen. Wenn die Batte- 
rie mit richtiger Polung angeschlossen ist, flieBt ein Strom in 35 
DurchlaBrichtung durch die Diode Dl und die Relaiswick- 
lung derart, daB der Relaiskontakt schlieBt und die Lei- 
stungsschaltung durch die Batterie an B+ zu Erde mit Ener- 
gie versorgt wird. 

Die Strommessung in der ublichen Leistungsschaltung 10 40 
nach Fig. 1 wird durch Messen der Spannung langs des Rei- 
henwiderstandes Rl durchgefuhrt, wie dies in der Technik 
gut bekannt ist. Eine Temperaturmessung in der ublichen 
Leistungsschaltung 10 ist nicht moglich, wenn nicht ein zu- 
satzliches TemperaturmeBbauteil, beispielsweise ein Ther- 45 
mokreuz, ein Thermistor oder dergleichen vorgesehen wird. 

Die bekannte Leistungsschaltung 10 nach Fig. 1 ist nach- 
teilig, weil in der Fahrzeugindustrie die Information von der 
Strommessung und der Temperaturmessung typischerweise 
in einen Mikroprozessor oder dergleichen in Form von digi- 50 
taler Information zur Verwendung durch den Mikroprozes- 
sor bei der Steuerung des Gesamtbetriebes des Fahrzeuges 
eingegeben wird. 

Entsprechend liegt der vorliegenden Erfindung die Auf- 
gabe zugrunde, eine Leistungsschaltung der eingangs ge- 55 
nannten Art zu schaffen, bei der in wenig aufwendiger 
Weise ein Verpolungs schutz, eine Strommessung und eine 
Temperaturmessung erreicht wird, wobei eine minimale An- 
zahl von Schaltungsbauteilen verwendet wird und sich eine 
digitale Schnittstelle zur Lieferung der Strom- und Tempe- 60 
raturinformation an einen Mikroprozessor ergibt. 

Diese Aufgabe wird durch die im Patentanspruch 1 ange- 
gebenen Merkmale gelost. 

Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der 
Erfindung ergeben sich aus den Unteran sprue hen. 65 

Um die Nachteile der bekannten Leistungsschaltungen 
unter Verwendung iiblicher Batterie- Verpolung sschutz- 
schaltungen, StromrneB schaltungen und TemperaturmeB- 
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schaltungen zu beseitigen, verwendet die erflndungsgemaBe 
Leistungsschaltung ein Leistungshalbleiterbauteil, vorzugs- 
weise ein Halbleiterbauteil mit MOS-Gatesteuerung, wie 
z. B. einen Leistungs-MOSFET oder Leistungs-IBGT in 
dem DurchlaBstrompfad einer Leistungsstufe, um einen 
Batterieverpolungsschutz, eine Strommessung und eine 
Temperaturmessung zu ermoglichen. Das Gate des Lei- 
stungs-Halbleiterbauteils ist mit dem positiven Versor- 
gungsspannungsanschluB der Schaltung verbunden und 
wird alternativ mit Erde verbunden, wenn die Temperatur 
uberwacht werden soil. 

GemaB einem weiteren Grundgedanken der Erfindung 
wird ein Informationswandlungs-Bauteil verwendet, das so 
ausgebildet ist, daB es ein Analogsignal, das zumindest den 
durch ein StrommeBelement flieBenden Strom und/oder eine 
von einem TemperaturmeBelernent gemessene Temperatur 
darstellt, in digitale Information zur Zufiihrung an einen Mi- 
kroprozessor umwandelt. 

Die Erfindung wird im folgenden anhand von in der 
Zeichnung dargestellten Ausfiihrungsbeispielen noch naher 
erlautert. 

In der Zeichnung zeigen: 

Fig. 1 ein Schaltbild einer bekannten Leistungsschaltung, 
die einen Batterie-Verpolungsschutz und StromrneB schal- 
tungen verwendet, 

Fig. 2 ein Schaltbild einer Ausfuhrungsform einer Lei- 
stungsschaltung, die Batterie-Verpolungsschutz-, Strom- 
rneB- und TemperaturmeB schaltungen verwendet, 

Fig. 3 ein Schaltbild einer weiteren Ausfuhrungsform ei- 
ner Leistungsschaltung, die eine andere Ausfuhrungsform 
der StromrneB schaltungen verwendet, 

Fig. 4 ein Schaltbild einer weiteren Ausfuhrungsform der 
Leistungsschaltung, die eine weitere Ausfuhrungsform der 
StromrneB schaltungen verwendet, 

Fig. 5 ein Schaltbild einer Ausfuhrungsform einer Lei- 
stungsschaltung, die eine weitere Ausfuhrungsform der 
StromrneB schaltungen verwendet, 

Fig. 6 ein Schaltbild einer Ausfuhrungsform einer Lei- 
stungsschaltung mit einem Batterie-Verpolungsschutz, 
StromrneB schaltungen und TemperaturrneBschaltungen, 

Fig. 7 ein Schaltbild einer Ausfuhrungsform einer Lei- 
stungsschaltung, die einen Batterie-Verpolungsschutz und 
StromrneB schaltungen gemaB einer abgeanderten Ausfuh- 
rungsform verwendet. 

In den Zeichnungen, in denen gleiche Bezugsziffern glei- 
che Elemente bezeichnen, ist in Fig. 2 eine Leistungsschal- 
tung 100 gezeigt, die eine erste Ausfuhrungsform der vorlie- 
genden Erfindung ist. Die Leistungsschaltung 100 nach Fig. 
2 weist eine Leistungsstufe ahnlich der nach Fig. 1 auf, ver- 
wendet jedoch eine neuartige Batterie- Verpolungs schutz- 
schaltung, die weiterhin StromrneB- und TemperaturmeB - 
Eigenschaften aufweist. 

Die Leistungsschaltung 100 schlieBt einen N-Kanal-Lei- 
stungs-MOSFET Q7 mit vertikaler Stromleitung ein, der in 
Serie mit dem DurchlaBstrompfad der Leistungsstufe zur 
Erde hin geschaltet ist. Es sei bemerkt, daB jedes Leistungs- 
halbleiterbauteil mit einer Korper- oder Ubergangsdiode mit 
richtiger Polung verwendet werden kann, und es kann bei- 
spielsweise ein P-Kanal-Leistungs-MOSFET mit vertikaler 
Leistung verwendet werden, wenn die Ubergangsdiode um- 
gekehrt wird. Im einzelnen ist die Sourceelektrode von Q7 
mit dem gemeinsamen Source- Verbindungspunkt der Voll- 
briickenschaltung verbunden, der einen mit Isense bezeich- 
neten AnschluB aufweist. Die Drainelektrode von Q7 ist mit 
Erde verbunden. Entsprechend ist die von Natur aus bei der- 
artigen Halbleiterbauteilen vorhandene Ubergangs- oder 
Korperdiode des MOSFET Q7 derartig gepolt, daB deren 
Kathode ebenfalls mit Erde verbunden ist, wahrend ihre An- 
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ode mit dem I SENSE -AnschluB verbunden ist. 

Die Gate-Elektrode von Q7 (die einen mit I/TEMP be- 
zeichneten AnschluB aufweist) ist mit der B+-Versorgungs- 
leitung der Leistungsschaltung 100 iiber einen Vorspan- 
nungswiderstand R2 verbunden. Wenn die (nicht gezeigte) 5 
Batterie mit richtiger Polung mit dem B+- AnschluB verbun- 
den ist, so wird die Gateelektrode von Q7 auf eine Spannung 
oberhalb der Spannung der Source-Elektrode vorgespannt 
und Q7 schaltet ein. Bei einer Fahrzeuganwendung wird die 
Gateelektrode auf eine Spannung von ungefahr 12 Volt vor- 10 
gespannt. Entsprechend leitet Q7 Strom von der Leistungs- 
stufe der Leistungsschaltung 100 zur Erde, und der Lei- 
stungskreis an die Anschliisse A, B und C wird geschlossen. 
Wenn jedoch die Batterie mit falscher Polung angeschlossen 
wird, befindet sich die Gateelektrode von Q7 nicht auf ei- 15 
nem Spannungspotential oberhalb Potentials der Sourcee- 
lektrode, so daB Q7 abgeschaltet bleibt und keinen Strom 
leitet, wodurch unter anderem die Leistungstransistoren Ql 
bis Q7 und die Steuerschaltungen 11, 12 und 13 geschiltzt 
werden. In vorteilh after Weise ist die Dioden- und Relais- 20 
kombination (Dl, M) der bekannten Verpolungsschutz- 
schaltung bei der Schaltung nach der vorliegenden Erfin- 
dung nicht erforderlich. 

Wenn Q7 in DurchlaBrichtung vorgespannt ist, kann der 
durch Q7 flieBende Strom durch Messen des DurchlaBspan- 25 
nungsabfalls von der Sourceelektrode zur Drainelektrode 
(d. h. die Spannung von Isense zu Erde) gemessen werden. 
Weil der durch Q7 flieBende Strom gleich dem zusammen- 
gesetzten Strom ist, der durch die Leistungsstufe flieBt, ist 
die an dem AnschluB Isense gemessene Spannung ein ge- 30 
naues MaB des Stromes der Leistungsschaltung 100. Ent- 
sprechend ist in vorteilhafter Weise der zusatzliche Reihen- 
widerstand Rl der bekannten StrommeB schaltung bei der 
Schaltung gemaB der vorliegenden Erfindung nicht mehr er- 
forderlich. 35 

Beim iiblichen Aufbau der Leistungsschaltung 100 sind 
die Bauteile Ql bis Q6 thermisch mit einem gemeinsamen 
Kuhlkorper gekoppelt. Das Bauteil Q7 kann mit dem glei- 
chen Kuhlkorper verbunden werden. Wenn die Gateelek- 
trode von Q7 (der I/TEMP-AnschluB) mit Erde verbunden 40 
wird, werden die Gharakteristiken der Ubergangsdiode D2 
dazu verwendet, die Temperatur von Q7 zu messen, was zu- 
satzlich ein genaues MaB der Betriebs temperatur der Lei- 
stungsschaltung 100 ergibt. Es sei bemerkt, daB der 
I/TEMP- AnschluB synchron mit der Ab schaltung der Briik- 45 
kenschaltung mit Erde verbunden werden sollte. Typischer- 
weise sinkt der DurchlaBspannungsabfall der Ubergangs- 
diode um ungefahr 2 mV pro Anstieg von 1°G der Tempera- 
tur (bei einem konstanten DurchlaBstrom) ab. Daher wird 
die Spannung an dem I SENSE - AnschluB gemessen, wenn der 50 
I/TEMP- AnschluB mit Erde verbunden ist, um die Tempera- 
tur der Leistungsschaltung 100 zu erzielen. 

Unter Verwendung der neuartigen Konfiguration der vor- 
liegenden Erfindung wird ein Batterie- Verpolungsschutz, 
eine Strommessung und eine Temperaturmessung in vorteil- 55 
hafter Weise in einer Leistungsschaltung unter Verwendung 
einer minimalen Anzahl von Bauteilen erzielt. Somit ergibt 
die vorliegende Erfindung eine verbesserte Funktions weise 
der bekannten Leistungsschaltungen bei minimalen Kosten. 

In Fig, 3 ist eine zweite Ausfuhrungsform der vorliegen- 60 
den Erfindung gezeigt. Die Schaltung nach Fig. 3 zeigt ein 
Vollbrucken-Transistornetzwerk, das zwischen dem positi- 
ven GleichspannungsversorgungsanschluB B+ und Erde an- 
geschaltet ist. Es ist verstandlich, daB die Vollbruc ken schal- 
tung vier Transistoren Ql bis Q4, beispielsweise MOSFET- 65 
Leistungstransistoren einschlieBt, wobei in der gezeigten 
Weise die Transistoren Ql und Q4 abgeschaltet sind und die 
Dioden D2 und D3 frei laufend sind, so daB ein Strom von 
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Erde durch die Induktivitat L zuriick zur Versorgungsleitung 
B+ flieBt. Hierbei stellen die Dioden D2 und D3 die antipar- 
allel geschalteten Dioden, beispielsweise Schottky-Dioden 
dar, die langs der (nicht gezeigten) MOSFET-Transistoren 
Q2 und Q3 angeschaltet sind. 

Die Leistungsschaltung 200 schlieBt einen StrommeBwi- 
derstand Rl (einen Rei hen wider stand) ein, der in Serie mit 
der Ausgangsinduktivitat L geschaltet ist, so daB die Induk- 
tivitat den Ausgangs strom von der Briicke empfangt und der 
Widerstand Rl eine Ausgangsspannung liefert, die dem der 
Induktivitat L zugefiihrten Strom entspricht. Eine derartige 
Konfiguration ist insbesondere zur Ansteuerung eines Re- 
luktanz-Schaltmotors aus einer einpoligen Leistungsversor- 
gung, beispielsweise in einer Fahrzeuganwendung, geeig- 
net. 

Die Leistungsschaltung 200 schlieBt weiterhin eine inte- 
grierte Schaltung IG1 ein, die in der dargestellten Ausfuh- 
rungsform eine integrierte Schaltung mit acht Anschliissen 
in zwei Reihen ist, wobei es verstandlich ist, daB die spe- 
zielle Gehausebauform fur die Erfindung nicht kritisch ist. 
Die integrierte Schaltung empfangt eine dem der Induktivi- 
tat L zugefiihrten Strom entsprechende Analoginformation 
iiber die Spannung, die Langs des Widerstandes Rl erzeugt 
wird. Die Analogspannung, die langs des Widerstandes Rl 
auftritt, wird der integrierten Schaltung IG1 iiber die An- 
schluB stifte 7 und 6 zugefiihrt. Die integrierte Schaltung IG1 
wandelt den Analog-Spannungseingang in den AnschluB- 
stiften 7 und 6 in einen digitalen Bit-Strom um, vorzugs- 
weise in einen seriellen digitalen Bitstrom, wobei die digita- 
len Daten am AnschluBstift 1 (AnschluB SDA) abgegeben 
werden. Die integrierte Schaltung IG1 empfangt ein Taktsi- 
gnal am AnschluBstift 2 (AnschluB SGL). Die SDA- und 
SGL-Schnittstelle ist speziell fur die Fahrzeugindustrie ge- 
eignet und kann Signale entsprechend der sogenannten 1?C- 
Norm liefern. Die integrierte Schaltung IC1 kann optional 
ein Signal am AnschluBstift 3 (AnschluB O.S.) liefern, wenn 
die zwischen den AnschluBstiften 7 und 6 auftretende Ana- 
logspannung einen vorgegebenen Grenzwert iibersteigt. 

Die Leistungsschaltung 200 schlieBt weiterhin einen 
Temperatursensor 202 ein, der beispielsweise ein Thermi- 
stor, ein Thermokreuz oder dergleichen sein kann, wobei 
dieser Temperatursensor mit der integrierten Schaltung IG1 
iiber den AnschluBstift 5 verbunden ist. Der Temperatursen- 
sor 2 ist vorzugsweise mit den Leistungsbauteilen Ql bis Q4 
thermisch gekoppelt, so daB der Temperatursensor ein Ana- 
logsignal liefert, das eine genaue Darstellung der Tempera- 
tur der Leistungsbauteile ist. IC1 wandelt das von dem Tem- 
peratursensor 202 gelieferte Analogsignal in ein digitales 
Signal zur Zufiihrung an den SDA- AnschluB um. Entspre- 
chend kann ein mit der digitalen Schnittstelle (d. h. mit den 
SDA- und SCL-Anschliissen) gekoppelter Mikroprozessor 
die Strom- und Temperatur- Gharakteristiken der Leistungs- 
schaltung 200 empfangen. 

In Fig. 4 ist eine dritte Ausfuhrungsform einer Leistungs- 
schaltung 204 gezeigt. Die Leistungsschaltung 204 ent- 
spricht im wesentlichen der Leistungsschaltung nach Fig. 3, 
schlieBt jedoch keinen StrommeB widerstand Rl in Serie mit 
der Induktivitat L ein. Statt dessen verwendet die Leistungs- 
schaltung 204 den DurchlaBwiderstand des spannungsseiti- 
gen Transistors Ql zur Messung des der Induktivitat L zuge- 
fiihrten Stromes. Tatsachlich steigt, wenn der der Induktivi- 
tat L zugefuhrte Strom ansteigt, auch die Spannung langs 
des Transistors Ql an. Entsprechend sind die AnschluBstift 
7 und 6 der integrierten Schaltung IG1 langs des Transistors 
Ql der art angeschaltet, daB die Spannung langs des Transi- 
stors Ql der integrierten Schaltung IG1 zugefiihrt und von 
dieser als das Analogsignal verwendet wird, das den Strom 
darstellt, der der Induktivitat L zugefiihrt wird. 
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Es ist verstandlich, daB die Spannung langs des Transi- 
stors Ql den durch die Induktivitat L flieBenden Strom nur 
dann darstellt, wenn der Transistor Ql durch eine (nicht ge- 
zeigte) Steuerschaltung in den leitenden Zustand vorge- 
spannt ist. Wenn der Transistor Ql gesperrt ist und die Di- 5 
oden D2 und D3 der Transistoren Q2 bzw. Q3 freilaufend 
sind, so stellt die Spannung langs des Transistors Ql im we- 
sentlichen die Spannung langs der Induktivitat L dar. Somit 
kann, falls dies erwiinscht ist, IC1 ein digitales Signal an 
dem SDA-AnschluB liefern, das die Spannung langs der In- 10 
duktivitat L anzeigt. 

Es wird nunmehr auf Fig. 5 Bezug genommen, die eine 
vierte Ausfiihrungsform der vorliegenden Erfindung unter 
Verwendung einer Leistungsschaltung 206 zeigt. Die Lei- 
stungsschaltung 206 ist im wesentlichen gleich der Lei- 15 
stungsschaltung 204, jedoch mit der Ausnahme, daB der 
DurchlaBwiderstand des Transistors Q2 als StrommeBwi- 
derstand verwendet wird, so daB die AnschluBstifte 7 und 6 
von IC1 langs des Transistors Q2 angeschaltet sind. Es ist 
verstandlich, daB die Dioden Dl und D4 die antiparallel ge- 20 
schalteten Dioden darstellen, die langs der Transistoren Ql 
bzw. Q4 angeschaltet sind, und daB die Dioden Dl und D4 
frei laufend sind, so daB Strom von Erde iiber die Diode D4, 
die Induktivitat L und die Diode Dl zur B+-Versorgungslei- 
tung flieBt. Wie im Fall der Leistungsschaltung 204 nach 25 
Fig. 4 empfangt die integrierte Schaltung IC1 eine Span- 
nung langs der AnschluBstifte 7 und 6, die den durch die In- 
duktivitat L flieBenden Strom darstellt, wenn der Transistor 
Q2 eingeschaltet ist und Strom leitet. 

Es wird nunmehr auf Fig. 6 Bezug genommen, die ein 30 
Schaltbild einer funften Ausfiihrungsform der Leistungs- 
schaltung 208 zeigt. Die Leistungsschaltung 208 schlieBt 
Transistoren Ql und Q4 ein, die mit der Induktivitat L ge- 
koppelt sind. Es ist verstandlich, daB die Induktivitat L eine 
Phase eines mehrphasigen, mit geschalteter Reluktanz ar- 35 
beitenden Motors darstellten kann und daB zusatzliche Lei- 
stungsschalterbauteile, wie z. B. die Transistoren Q2 und Q3 
aus Griinden der Klarheit fortgelassen sind. Die Leistungs- 
schaltung 208 schlieBt einen MOSFET Q7 ein, der in Serie 
zwischen den Leistungshalbleiterbauteilen Ql und Q4 und 40 
Erde eingeschaltet ist, so daB irgendein durch die Leistungs- 
halbleiterbauteile und die Induktivitat L flieBender Strom 
durch den Transistor Q7 flieBt. Somit kann wie im Fall der 
Leistungsschaltung 100 nach Fig. 2 der Transistor Q7 dazu 
verwendet werden, sowohl den Strom und die Temperatur 45 
zu messen als auch einen Verpolungsschutz zu liefern. 

Die AnschluBstift 7 und 6 der integrierten Schaltung IC1 
sind langs des Transistors Q7 iiber Widerstande R4 und R5 
angeschaltet, wobei diese Widerstande eine Kelvin-Mes- 
sung ergeben konnen. Wenn der Transistor Q7 eingeschaltet 50 
ist, ist die Spannung langs der AnschluBstifte 7 und 6 der in- 
tegrierten Schaltung IC1 eine Spannung, die den durch L 
flieBenden Strom darstellt. Wenn der Transistor Q7 abge- 
schaltet ist, flieBt ein Strom durch die antiparallele Diode 
des Transistors Q7, wodurch eine Spannung langs der An- 55 
schluBstifte 7 und 6 von IC1 hervorgerufen wird, die die 
Temperatur der Leistungshalbleiterbauteile der Leistungs- 
schaltung 208 darstellt. Entsprechend erzeugt die integrierte 
Schaltung IC1 ein digitales Signal am AnschluBstift SDA, 
das sowohl den Strom als auch die Temperatur darstellen 60 
kann. Weiterhin kann die integrierte Schaltung IC1 ein Si- 
gnal am AnschluB O.S. liefern, das zumindest einen Zu- 

** ** 

stand, beispielsweise einen Uberstrom oder einen Ubertem- 
peratur-Zustand darstellt. 

In vorteilhafter Weise ergibt die integrierte Schaltung IC1 65 
eine digitale Schnittstelle, die fiir die I 2 C-Norrn fur die Fahr- 
zeugindustrie geeignet ist, was es ermoglicht, daB ein Mi- 
kroprozessor oder eine andere Verarbeitungseinrichtung 
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beispielsweise in einer Fahrzeuganwendung bestimmte 
Charakteristiken einer Leistungsschaltung in dem Fahrzeug 
empfangt, namlich die Strom- und Temperaturwerte fiir die 
Leistungsschaltung. Daher kann der Mikroprozessor Abhil- 
femaBnahmen treffen, wenn der Strom und/oder die Tempe- 
ratur der Leistungsschaltung auBerhalb vorgegebener 
Grenzwerte liegen. 

In Fig. 7 ist eine abgeanderte Ausfiihrungsform der vor- 
liegenden Erfindung gezeigt. Im einzelnen wurde der MOS- 
FET Q7 durch einen IGBT (bipolarer Transistor mit isolier- 
tem Gate) Q8 ersetzt, um sowohl die Batterie- Verpolungs- 
schutz- als auch die StrommeBmerkmale der Schaltung nach 
Fig. 2 zu liefern. Es sei bemerkt, daB die Schaltung nach 
Fig. 7 kein TemperaturrneBmerkmal ergibt, weil ein IGBT 
keine darin ausgebildete Ubergangsdiode aufweist. 

Obwohl die vorliegende Erfindung beziiglich spezieller 
Ausfiihrungsformen beschrieben wurde, sind vielfaltige Ab- 
anderungen und Modifikationen sowie andere Anwendun- 
gen fiir den Fachmann ohne weiteres zu erkennen. 

Patentanspriiche 

1. Leistungsschaltung mit einem positiven Eingangs- 
anschluB und einem ErdanschluB, wobei die Leistungs- 
schaltung eine Treiberschaltung aufweist, die mit dem 
positiven EingangsanschluB verbunden ist, dadurch 
gekennzeichnet, daB ein Leistungshalbleiterbauteil 
(Q7) mit einer Ubergangsdiode, einer Sourceelektrode, 
einer Drainelektrode und einer Gateelektrode vorgese- 
hen ist, daB die Sourceelektrode mit der Treiberschal- 
tung (11, 12, 13) gekoppelt ist, daB die Drainelektrode 
mit dem ErdanschluB gekoppelt ist und daB die Gate- 
elektrode mit dem positiven EingangsanschluB gekop- 
pelt ist, derart, daB wenn eine umgekehrte Spannung an 
den positiven EingangsanschluB angelegt wird, das 
Leistungshalbleiterbauteil (Q7) keinen Strom leitet und 
keine Lei stung an die Treiberschaltung (11, 12, 13) an- 
gelegt wird, daB ein StrommeBanschluB mit der Sour- 
ceelektrode verbunden ist, wobei die Spannung von 
dem StrommeBanschluB zum ErdanschluB den durch 
die Leistungsschaltung flieBenden Strom miBt, und daB 
ein TemperaturmeBanschluB mit der Gateelektrode 
verbunden ist, derart, daB wenn der TemperaturmeBan- 
schluB mit dem ErdanschluB verbunden ist und die 
Treiberschaltung abgeschaltet ist, die Spannung von 
dem StrommeBanschluB zum ErdanschluB den Span- 
nungsabfall der Ubergangsdiode (D2) miBt, der deren 
Temperatur darstellt. 

2. Leistungsschaltung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Leistungshalbleiterbauteil (Q7) 
ein MOSFET ist. 

3. Leistungsschaltung nach Anspruch 1 oder 2, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Treiberschaltung eine 
Vollbriickenschaltung (11, 12, 13, Q1-Q6) ist, die ei- 
nen gemeinsamen Source- Verbindungspunkt aufweist, 
und daB die Sourceelektrode des Leistungshalbleiter- 
bauteils (Q7) mit dem gemeinsamen Source- Verbin- 
dungspunkt gekoppelt ist. 

4. Leistungsschaltung nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Treiber- 
schaltung Steuerschaltungen (11, 12, 13) und Lei- 
stungstransistoren (Q1-Q6) einschlieBt. 

5. Leistungsschaltung nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Lei- 
stungsschaltung mit einer Fahrzeugbatterie gekoppelt 
ist. 

6. Leistungsschaltung mit einem positiven Eingangs- 
anschluB und einem ErdanschluB, wobei die Leistungs- 
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schaltung Leistung an eine induktive Last liefert, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Leistungsschaltung eine 
mit dem positiven EingangsanschluB verbundene Trei- 
berschaltung und einen in Serie mit der induktiven Last 
(L) gekoppelten StrommeBwiderstand (Rl) ein- 5 
schlieBt, wobei die Analogspannung langs des Strom- 
meBwiderstandes (Rl) den von der Leistungsschaltung 
an die induktive Last gelieferten Strom miBt, daB eine 
integrierte Schaltung (IC1) mit Eingangsanschliissen 
und Ausgangsanschliissen vorgesehen ist, daB erste 10 
und zweite StrommeB-Eingangsanschltisse der inte- 
grierten Schaltung (IC1) mit dem StrommeBwiderstand 
(Rl) gekoppelt sind, um die Analogspannung langs des 
StrommeB widerstandes zu empfangen, und daB ein 
StrommeB-AusgangsanschluB der integrierten Schal- 15 
tung (IC1) eine digitale Darstellung der Analogspan- 
nung abgibt, die von den ersten und zweiten Strom- 
meB-Eingangsanschliissen empfangen wird. 

7. Leistungsschaltung nach Anspruch 6, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die integrierte Schaltung (TCI) einen 20 
TakteingangsanschluB zum Empfang eines Taktsignals 
aufweist. 

8. Leistungsschaltung nach Anspruch 6 oder 7, da- 
durch gekennzeichnet, daB die integrierte Schaltung 
(IC1) einen Alarm- AusgangsanschluBstift aufweist, 25 
der ein Signal abgibt, wenn die Analogspannung an 
den ersten und zweiten StrommeB-EingangsanschluB- 
stiften einen vorgegebenen Grenzwert iibersteigt. 

9. Leistungsschaltung nach einem der Anspriiche 6 bis 

8, dadurch gekennzeichnet, daB die Leistungsschaltung 30 
mit einer Fahrzeugbatterie gekoppelt ist. 

10. Leistungsschaltung nach einem der Anspriiche 6 
bis 9, dadurch gekennzeichnet, daB ein Temperatursen- 
sor (202) mit der Treiberschaltung gekoppelt ist und 
eine Analogspannung abgibt, die die Temperatur der 35 
Treiberschaltung darstellt, daB ein Temperatur-Ein- 
gangsanschluBstift der integrierten Schaltung (IC1) mit 
dem Temperatursensor (202) gekoppelt ist und die 
Analog-Ausgangsspannung des Temperatursensors 
empfangt, und daB ein Temperatur- AusgangsanschluB- 40 
stift der integrierten Schaltung (IC1) eine digitale Dar- 
stellung der von dem Temperatur- EingangsanschluB- 
stift empfangenen Analogspannung abgibt. 

11. Leistungsschaltung nach Anspruch 10, dadurch 
gekennzeichnet, daB der StrommeB-Ausgangsan- 45 
schluB stift der Temperatur- AusgangsanschluB stift ist. 

12. Leistungsschaltung mit einem positiven Eingangs- 
anschluB und einem ErdanschluB, wobei die Leistungs- 
schaltung Leistung an eine induktive Last liefert und 
die Leistungsschaltung eine Treiberschaltung aufweist, 50 
die mit dem positiven EingangsanschluB gekoppelt ist 
und eine Vielzahl von Leistungstransistoren ein- 
schlieBt, dadurch gekennzeichnet, daB zumindest einer 
der Leistungstransistoren mit der induktiven Last (L) 
gekoppelt ist, daB die Analogspannung langs des zu- 55 
mindest einen Leistungstransistors den Strom darstellt, 
der von der Leistungsschaltung an die induktive Last 
(L) geliefert wird, daB eine integrierte Schaltung (IC1) 
mit EingangsanschluB stiften und AusgangsanschfuB- 
stiften vorgesehen ist, daB erste und zweite StrommeB- 60 
EingangsanschluB stifte der integrierten Schaltung 
(IC1) mit dem zumindest einen Leistungstransistor ge- 
koppelt sind, um die Analogspannung langs des zumin- 
dest einen Leistungstransistors zu empfangen, und daB 
ein StrommeB-AusgangsanschluB der integrierten 65 
Schaltung eine digitale Darstellung der von den ersten 
und zweiten StromrneB-Eingangsanschliissen empfan- 
genen Analogspannung abgibt. 
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13. Leistungsschaltung nach Anspruch 12, gekenn- 
zeichnet durch einen TakteingangsanschluB der inte- 
grierten Schaltung (IC1) zum Empfang eines Taktsi- 
gnals. 

14. Leistungsschaltung nach Anspruch 12 oder 13, da- 
durch gekennzeichnet, daB die integrierte Schaltung 
(IC1) einen Alarm- AusgangsanschluB stift aufweist, 
der ein Signal abgibt, wenn die Analogspannung an 
den ersten und zweiten StrommeB-EingangsanschluB- 
stiften einen vorgegebenen Grenzwert iibersteigt. 

15. Leistungsschaltung nach einem der Anspriiche 12 
bis 14, gekennzeichnet durch einen TemperaturmeB- 
fiihler (202), der mit der Treiberschaltung gekoppelt ist 
und eine Analogspannung abgibt, die die Temperatur 
der Treiberschaltung darstellt, daB ein Temperatur-Ein- 
gangsanschluBstift der integrierten Schaltung (IC1) mit 
dem Temperatursensor (202) gekoppelt ist und die von 
dem Temperatursensor abgegebene Analog-Spannung 
empfangt, und daB ein Temperatur-AusgangsanschluB- 
stift der integrierten Schaltung (IC1) eine digitale Dar- 
stellung der von dem Temperatur-EingangsanschluB- 
stift empfangenen Analogspannung abgibt. 

16. Leistungsschaltung nach einem der Anspriiche 12 
bis 15, dadurch gekennzeichnet, daB die Leistungs- 
schaltung mit einer Fahrzeugbatterie gekoppelt ist. 

17. Leistungsschaltung nach einem der Anspriiche 12 
bis 16, dadurch gekennzeichnet, daB die induktive Last 
ein Reluktanz-Schaltmotor ist. 

18. Leistungsschaltung mit einem positiven Eingangs- 
anschluB und einem ErdanschluB, wobei die Leistungs- 
schaltung Leistung an eine induktive Last liefert und 
die Leistungsschaltung eine Treiberschaltung ein- 
schlieBt, die mit dem positiven EingangsanschluB ge- 
koppelt ist, dadurch gekennzeichnet, daB ein Lei- 
stungshalbleiterbauteil in Serie mit der induktiven Last 
gekoppelt ist, wobei der von der Leistungsschaltung an 
die induktive Last gelieferte Strom durch das Lei- 
stungshalbleiterbauteil flieBt, wobei das Leistungshalb- 
leiterbauteil eine mit der Treiberschaltung gekoppelte 
Sourceelektrode, eine mit dem ErdanschluB gekoppelte 
Drainelektrode und eine mit dem positiven Eingangs- 
anschluB gekoppelte Gateelektrode aufweist, daB eine 
integrierte Schaltung (IC1) mit EingangsanschluBstif- 
ten und AusgangsanschluBstiften vorgesehen ist, daB 
erste und zweite StrommeB-EingangsanschluB stifte der 
integrierten Schaltung (TCI) mit dem Leistungshalblei- 
terbauteil gekoppelt sind, um die Analogspannung 
langs des Leistungshalbleiterbauteils zu empfangen, 
und daB ein StrommeB- AusgangsanschluBstift der inte- 
grierten Schaltung eine digitale Darstellung der von 
den ersten und zweiten StrommeB-EingangsanschluB- 
stiften empfangenen Analogspannung abgibt. 

19. Leistungsschaltung nach Anspruch 18, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Leistungshalbleiterbauteil ein 
MOSFET ist. 

20. Leistungsschaltung nach Anspruch 18 oder 19, da- 
durch gekennzeichnet, daB das Leistungshalbleiterbau- 
teil weiterhin eine Ubergangsdiode aufweist, und daB 
bei abgeschaltetem Leistungshalbleiterbauteil ein 
Strom durch die Ubergangsdiode flieBt und eine Ana- 
logspannung an den ersten und zweiten StromrneB-Ein- 
gangsanschluBstiften der integrierten Schaltung (IC1) 
erzeugt, die die Temperatur der Leistungsschaltung 
daarstellt, und daB der StrommeB-AusgangsanschluB- 
stift der integrierten Schaltung (IC1) eine digitale Dar- 
stellung der Temperatur der Leistungsschaltung abgibt. 

21 . Leistungsschaltung mit einem positiven Eingangs- 
anschluB und einem ErdanschluB, wobei die Leistungs- 
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schaltung eine mit dem positiven EingangsanschluB 
gekoppelte Treiberschaltung aufweist, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB ein Leistungshalbleiterbauteil mit 
einer Sourceelektrode, einer Drainelektrode und einer 
Gateelektrode vorgesehen ist, daB die Sourceelektrode 5 
mit der Treiberschaltung gekoppelt ist, daB die Drain- 
elektrode mit der Erdverbindung gekoppelt ist und daB 
die Gateelektrode mit dem positiven EingangsanschluB 
gekoppelt ist, und daB bei Anlegen einer umgekehrten 
Spannung an den positiven EingangsanschluB das Lei- 10 
stungshalbleiterbauteil keinen Strom leitet und keine 
Leistung an die Treiberschaltung angelegt wird, und 
daB ein StrommeBanschluB mit der Sourceelektrode 
gekoppelt ist, wobei die Spannung von dem Strom- 
meBanschluB zum ErdanschluB den Strom miBt, der 15 
durch die Leistung sschaltung flieBt. 
22. Leistungsschaltung nach Anspruch 21, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Leistungshalbleiterbauteil ein 
bipolarer Transistor mit isoliertem Gate ist. 

20 
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